
EasyPACK™ Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und CoolSiC™ Schottky Diode und PressFIT / NTC

Eigenschaften
• Elektrische Eigenschaften

- VCES = 950 V
- IC nom = 100 A / ICRM = 200 A
- CoolSiCTM Schottky Diode Gen 5
- Niedrige Schaltverluste
- TrenchstopTM IGBT7

• Mechanische Eigenschaften
- Al2O3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
- Kompaktes Design
- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- PressFIT Verbindungstechnik

Potenzielle Anwendungen
• USV-Systeme
• 3-Level-Applikationen
• Solar Anwendungen
Produktvalidierung
• Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749

und 60068
Beschreibung
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1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Isolations-Prüfspannung VISOL RMS, f = 50 Hz, t = 1 min 3.2 kV

Innere Isolation  Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Al2O3  

Kriechstrecke dCreep Kontakt - Kühlkörper 11.2 mm

Kriechstrecke dCreep Kontakt - Kontakt 6.8 mm

Luftstrecke dClear Kontakt - Kühlkörper 9.4 mm

Luftstrecke dClear Kontakt - Kontakt 5.5 mm

Vergleichszahl der
Kriechwegbildung

CTI  >400  

Relativer Temperaturindex
(elektr.)

RTI Gehäuse 140 °C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Min. Typ. Max.

Modulstreuinduktivität LsCE   22  nH

Lagertemperatur Tstg  -40  125 °C

Anzugsdrehmoment f.
Modulmontage

M - Montage gem. gültiger
Applikationsschrift

M5, Schraube 1.3  1.5 Nm

Gewicht G   78  g

Anmerkung: The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin.

2 IGBT, Hochsetzsteller

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Kollektor-Emitter-
Sperrspannung

VCES  Tvj = 25 °C 950 V

Implementierter Kollektor-
Strom

ICN  100 A

Kollektor-
Dauergleichstrom

ICDC Tvj max = 175 °C TH = 65 °C 70 A

Periodischer Kollektor-
Spitzenstrom

ICRM tp begrenzt durch Tvj op 200 A

Gate-Emitter-
Spitzenspannung

VGES  ±20 V

FS3L200R10W3S7F_B94
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Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Min. Typ. Max.

Kollektor-Emitter-
Sättigungsspannung

VCE sat IC = 30 A, VGE = 15 V Tvj = 25 °C  1.33 1.53 V

Tvj = 125 °C  1.39  

Tvj = 150 °C  1.40  

Gate-Schwellenspannung VGEth IC = 1.67 mA, VCE = VGE, Tvj = 25 °C 4.35 5.10 5.85 V

Gateladung QG VGE = ±15 V, VCE = 600 V  0.23  µC

Interner Gatewiderstand RGint Tvj = 25 °C  1.5  Ω

Eingangskapazität Cies f = 100 kHz, Tvj = 25 °C, VCE = 25 V, VGE = 0 V  6.48  nF

Rückwirkungskapazität Cres f = 100 kHz, Tvj = 25 °C, VCE = 25 V, VGE = 0 V  0.02  nF

Kollektor-Emitter-
Reststrom

ICES VCE = 950 V, VGE = 0 V Tvj = 25 °C   0.031 mA

Gate-Emitter-Reststrom IGES VCE = 0 V, VGE = 20 V, Tvj = 25 °C   100 nA

Einschaltverzögerungszeit
(ind. Last)

tdon IC = 30 A, VCE = 500 V,
VGE = ±15 V, RGon = 10 Ω

Tvj = 25 °C  0.060  µs

Tvj = 125 °C  0.060  

Tvj = 150 °C  0.060  

Anstiegszeit (induktive
Last)

tr IC = 30 A, VCE = 500 V,
VGE = ±15 V, RGon = 10 Ω

Tvj = 25 °C  0.020  µs

Tvj = 125 °C  0.020  

Tvj = 150 °C  0.020  

Abschaltverzögerungszeit
(ind. Last)

tdoff IC = 30 A, VCE = 500 V,
VGE = ±15 V, RGoff = 10 Ω

Tvj = 25 °C  0.180  µs

Tvj = 125 °C  0.220  

Tvj = 150 °C  0.240  

Fallzeit (induktive Last) tf IC = 30 A, VCE = 500 V,
VGE = ±15 V, RGoff = 10 Ω

Tvj = 25 °C  0.080  µs

Tvj = 125 °C  0.120  

Tvj = 150 °C  0.130  

Einschaltverlustenergie
pro Puls

Eon IC = 30 A, VCE = 500 V,
Lσ = 35 nH, VGE = ±15 V,
RGon = 10 Ω, di/dt = 1900
A/µs (Tvj = 150 °C)

Tvj = 25 °C  0.525  mJ

Tvj = 125 °C  0.557  

Tvj = 150 °C  0.567  

Abschaltverlustenergie pro
Puls

Eoff IC = 30 A, VCE = 500 V,
Lσ = 35 nH, VGE = ±15 V,
RGoff = 10 Ω, dv/dt = 3500
V/µs (Tvj = 150 °C)

Tvj = 25 °C  0.72  mJ

Tvj = 125 °C  1.21  

Tvj = 150 °C  1.37  

Wärmewiderstand, Chip
bis Kühlkörper

RthJH pro IGBT, λgrease= 3.3 W/(m*K)  0.667  K/W

Temperatur im
Schaltbetrieb

Tvj op  -40  150 °C
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3 Diode, Hochsetzsteller

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Periodische
Spitzensperrspannung

VRRM  Tvj = 25 °C 1200 V

Implementierter
Durchlassstrom

IFN  40 A

Dauergleichstrom IF  30 A

Periodischer Spitzenstrom IFRM tP = 1 ms 80 A

Grenzlastintegral I2t VR = 0 V, tP = 10 ms Tvj = 125 °C 200 A²s

Tvj = 150 °C 111

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Min. Typ. Max.

Durchlassspannung VF IF = 30 A, VGE = 0 V Tvj = 25 °C  1.29 1.63 V

Tvj = 125 °C  1.49  

Tvj = 150 °C  1.61  

Rückstromspitze IRM IF = 30 A, VR = 500 V,
-diF/dt = 1900 A/µs
(Tvj = 150 °C)

Tvj = 25 °C  16.4  A

Tvj = 125 °C  16.4  

Tvj = 150 °C  16.4  

Sperrverzögerungsladung Qr IF = 30 A, VR = 500 V,
-diF/dt = 1900 A/µs
(Tvj = 150 °C)

Tvj = 25 °C  0.74  µC

Tvj = 125 °C  0.74  

Tvj = 150 °C  0.74  

Abschaltenergie pro Puls Erec IF = 30 A, VR = 500 V,
-diF/dt = 1900 A/µs
(Tvj = 150 °C)

Tvj = 25 °C  0.249  mJ

Tvj = 125 °C  0.249  

Tvj = 150 °C  0.249  

Wärmewiderstand, Chip
bis Kühlkörper

RthJH pro Diode, λgrease= 3.3 W/(m*K)  0.979  K/W

Temperatur im
Schaltbetrieb

Tvj op  -40  150 °C

4 Bypass-Diode

Tabelle 7 Höchstzulässige Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Periodische
Spitzensperrspannung

VRRM Tvj = 25 °C 1200 V

(wird fortgesetzt...)
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Tabelle 7 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Durchlassstrom
Grenzeffektivwert pro Chip

IFRMSM TH = 95 °C 50 A

Gleichrichter Ausgang
Grenzeffektivstrom

IRMSM TH = 95 °C 50 A

Stoßstrom Grenzwert IFSM tP = 10 ms Tvj = 25 °C 1070 A

Tvj = 110 °C 957

Grenzlastintegral I2t tP = 10 ms Tvj = 25 °C 5770 A²s

Tvj = 110 °C 4580

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Min. Typ. Max.

Durchlassspannung VF IF = 45 A Tvj = 110 °C  0.88  V

Sperrstrom Ir Tvj = 150 °C, VR = 1200 V  1  mA

Wärmewiderstand, Chip
bis Kühlkörper

RthJH pro Diode, λgrease= 3.3 W/(m*K)  0.549  K/W

Temperatur im
Schaltbetrieb

Tvj, op  -40  110 °C

5 Verpolschutz Diode A

Tabelle 9 Höchstzulässige Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Periodische
Spitzensperrspannung

VRRM Tvj = 25 °C 1200 V

Durchlassstrom
Grenzeffektivwert pro Chip

IFRMSM TH = 95 °C 50 A

Gleichrichter Ausgang
Grenzeffektivstrom

IRMSM TH = 95 °C 50 A

Stoßstrom Grenzwert IFSM tP = 10 ms Tvj = 125 °C 395 A

Tvj = 150 °C 378

Grenzlastintegral I2t tP = 10 ms Tvj = 125 °C 780 A²s

Tvj = 150 °C 714

FS3L200R10W3S7F_B94
EasyPACK™ Modul
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Tabelle 10 Charakteristische Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Min. Typ. Max.

Durchlassspannung VF IF = 30 A Tvj = 150 °C  0.88  V

Sperrstrom Ir Tvj = 150 °C, VR = 1200 V  0.1  mA

Wärmewiderstand, Chip
bis Kühlkörper

RthJH pro Diode, λgrease= 3.3 W/(m*K)  0.934  K/W

Temperatur im
Schaltbetrieb

Tvj, op  -40  150 °C

6 NTC-Widerstand

Tabelle 11 Charakteristische Werte

Parameter Symbol Notiz oder Prüfbedingung Werte Einh.

Min. Typ. Max.

Nennwiderstand R25 TNTC = 25 °C  5  kΩ

Abweichung von R100 ΔR/R TNTC = 100 °C, R100 = 493 Ω -5  5 %

Verlustleistung P25 TNTC = 25 °C   20 mW

B-Wert B25/50 R2 = R25 exp[B25/50(1/T2-1/(298,15 K))]  3375  K

B-Wert B25/80 R2 = R25 exp[B25/80(1/T2-1/(298,15 K))]  3411  K

B-Wert B25/100 R2 = R25 exp[B25/100(1/T2-1/(298,15 K))]  3433  K

Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

FS3L200R10W3S7F_B94
EasyPACK™ Modul
6 NTC-Widerstand

Datasheet 7 Revision 1.00
2022-02-16



7 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Hochsetzsteller
IC = f(VCE)
VGE = 15 V

Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT,
Hochsetzsteller
IC = f(VCE)
Tvj = 150 °C
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Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT,
Hochsetzsteller
IC = f(VGE)
VCE = 20 V

Schaltverluste (typisch), IGBT, Hochsetzsteller
E = f(IC)
RGoff = 10 Ω, RGon = 10 Ω, VCE = 500 V, VGE = ± 15 V
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Schaltverluste (typisch), IGBT, Hochsetzsteller
E = f(RG)
IC = 30 A, VCE = 500 V, VGE = ± 15 V

Schaltzeiten (typisch), IGBT, Hochsetzsteller
t = f(IC)
RGoff = 10 Ω, RGon = 10 Ω, VCE = 500 V, VGE = ± 15 V, Tvj = 150
°C
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Schaltzeiten (typisch), IGBT, Hochsetzsteller
t = f(RG)
IC = 30 A, VCE = 500 V, VGE = ± 15 V, Tvj = 150 °C

Transienter Wärmewiderstand , IGBT, Hochsetzsteller
Zth = f(t)
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Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT,
Hochsetzsteller
IC = f(VCE)
RGoff = 10 Ω, VGE = ±15.0 V, Tvj = 150 °C

Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT,
Hochsetzsteller
C = f(VCE)
f = 100 kHz, VGE = 0 V, Tvj = 25 °C
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Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT,
Hochsetzsteller
VGE = f(QG)
IC = 100 A, Tvj = 25 °C

Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Hochsetzsteller
IF = f(VF)
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Schaltverluste (typisch), Diode, Hochsetzsteller
Erec = f(IF)
RGon = 10 Ω, VCE = 500 V

Schaltverluste (typisch), Diode, Hochsetzsteller
Erec = f(RG)
VCE = 500 V, IF = 30 A
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Transienter Wärmewiderstand, Diode, Hochsetzsteller
Zth = f(t)

Durchlasskennlinie (typisch), Bypass-Diode
IF = f(VF)
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Transienter Wärmewiderstand, Bypass-Diode
Zth = f(t)

Durchlasskennlinie (typisch), Verpolschutz Diode A
IF = f(VF)
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Transienter Wärmewiderstand, Verpolschutz Diode A
Zth = f(t)

Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand
R = f(TNTC)
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8 Schaltplan

Abbildung 1

FS3L200R10W3S7F_B94
EasyPACK™ Modul
8 Schaltplan

Datasheet 13 Revision 1.00
2022-02-16



9 Gehäuseabmessungen
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Toleranzrechnung: 
siehe Zeichnung D00132867
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2, Positionstolernaz Pine:
Basis of the calculation.
a, press-fit drill hole diameter 1,15 +0/-0,03mm (Application note: AN2009-01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
With a copper thickness of 25µm to 50µm in the hole and a tin layer of about 1µm for tin applied chemically, an 
end hole diameter is obtained as the test dimension. Due to the thinner tin layer thickness, this diameter is always
highe than the value of 1mm stated in the standard (IEC 60352-5). The final hole diameter under consideration of 
the drilling diameter, copper thickness and tin layer, is typically between 1.02mm and 1.09mm.
 
b, 2layer FR4 pcb TG150 1,6mm +/-10% thickness.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: "PressFIT Pin Investigation" [T.Reiter, P.Bayer, 2011]
 
c, 
- End hole diameter: ø1,05 
- Tolerance of PCB pattern: ±0,05
- Pin point dimensions: o0,3-0,15
- Positional radial tolerances: ±0,2 
- Pin inserted @45°
  =0,2+0,21 =0,41mm
  R=0,41 > ø0,82mm 
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10 Modul-Label-Code

2

Module label code

Code format Data Matrix Barcode Code128

Encoding ASCII text Code Set A

Symbol size 16x16 23 digits

Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1

Code content Content
Module serial number
Module material number
Production order number
Date code (production year)
Date code (production week)

Digit
1 – 5
6 - 11
12 - 19
20 – 21
22 – 23

Example
71549
142846
55054991
15
30

Example

7154914284655054991153071549142846550549911530

Abbildung 3

FS3L200R10W3S7F_B94
EasyPACK™ Modul
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WICHTIGER HINWEIS
Die in diesem Dokument enthaltenen
Angaben stellen keinesfalls Garantien für die
Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes
(“Beschaffenheitsgarantie“) dar.
Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in
diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben,
die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen,
ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon
Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne
hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein
geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.
Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der
Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten
Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick
auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des
Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden
anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und
Standards durch den Kunden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind
ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal
bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses
Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die
Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung
obliegt den technischen Fachabteilungen des
Kunden.

WARNHINWEIS
Aufgrund der technischen Anforderungen können
Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen
enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt
enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte
mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon
Technologies in Verbindung.
Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich
in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten
Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument
zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon
Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt
werden, in welchen vernünftigerweise erwartet
werden kann, dass ein Fehler des Produktes
oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu
Personenverletzungen führen.
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